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A non- conductive substrate layer with a window opening (5) and 
through holes has individual conductive contact areas (4) on one side. 
An IC component (2) is introduced through the window opening. The 
contacts on the IC are electrically connected to the contact areas on 
the substrate. Each connection is carried out via a through hole. 

The electrical connections, at least from the IC contacts to. the 
through holes are manufactured wholly by a silk- screen printing 
process. In one embodiment the through holes are filled with a 
conductive print paste. 

ADVANTAGE - Enables IC contacts to be connected to contact area on 
substrate more simply and cheaply. 
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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Chipkartenmodul sowie entsprechendes Herstellungsverfahren 

@ Die Erfindung betrifft etn Verfahren zum Harstellen eines 
Chipkartenmoduls mit folgenden Schritten: Verwenden einer 
mit einer Fensteroffnung sowie Durchbruchen versehenen 
nichtlertenden Tragerechicht, die auf einer Seite mit einzel- 
nen AnachluSflachen versehen ist, Einbringen eines IC-Bau 
steins in die Fensteroffnung, elektrisches Verbinden der 
AnschluSkontakte des lC-Bausteins mit den AnschluSfla- 
chen, wobei jede der elektrischen Verbindungen jeweils 
durch einen der Durchbruche gefuhrt wird, wobei die 
elektrischen Verbindungen zumindest von den Anschlu&kon- 
takten des IC-Bausteins bis zu den Durchbruchen vollstandig 
im Siebdruckverfahren hergesteitt warden. 
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Beschreibung eine elektrisch leitfahige Druckpaste in die Durchbru- 

m che eingebracht, wobei dies in zeitlich kurzem Abstand 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Chipkartenmo- zu dem Aufbringen der die AnschluBkontakte des IC- 

dul gem&B dem Oberbegriff des Patentanspruchs 7 so- Bausteins kontaktierenden Leiterbahnen erfolgen kann, 

wie ein entsprechendes Herstellungsverfahren gemaB 5 so daB sich die jeweils zusammengehdrigen Leitungsab- 

dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. schnitte im noch nicht ausgeharteten Zustand oder in 

Aus DE-C-30 29 667 ist ein einen IC-Baustein tragen- der NaBphase gut miteinander verbindeiL 
des Tragerelement bekannt, bei dem der IC-Baustein in Um das Aufbringen der gedruckten Leiterbahnen zu 

einem in einer nicht leitenden Tragerschicht ausgebilde- erleichtern, liegt die die AnschluBkontakte tragende 

ten Fenster eingesetzt ist Die nichtleitende Trager- 10 Oberflache des IC-Bausteins vorzugsweise in einer Ebe- 

schicht weist dartiberhinaus eine Vielzahl von Durch- ne mit der Oberflache der TVagerschicht, auf der die 

brfichen auf, durch die hindurch die AnschluBkontakte Leiterbahnen aufgebracht werdea 
des IC-Bausteins mit entsprechenden AnschluBflachen Um insbesondere den Obergang vpm IC-Baustein zur 

elektrisch verbunden werden. Tragerschicht zu erleichtern, wird vorzugsweise eine 

Zur Herstellung der elektrischen Verbindungen zwi- 15 thermoplastische Tragerschicht verwendet, die unter 

schen den AnschluBkontakten des IC-Bausteins und den Einwirkung von Warme an den IC-Baustein an- 

AnschluBflachen wird vorgeschlagen, hierzu Drahtver- schrumpft und somit fur den Druckvorgang hinderliche 

bindungen vorzusehen, die mittels bekannter Bondier- Spalten zwischen dem IC-Baustein und der Trager- 

techniken aufgebracht werdea Nachdem der IC-Bau- schicht beseitigt 

stein vollstandig verdrahtet ist, werden sowohl die Fen- 20 Eventuell auftretende Spalten konnen vorzugsweise 

steroffnung als auch die Durchbriiche mittels eines auch dadurch beseitigt werden, daB ein den IC-Baustein 

GieBharzes vergossea im Fenster haltender Klebstoff mengenmaBig so bemes- 

Aus EP-B-0 343 030 ist eine Chipkarte bekannt, bei sen wird, daB der Klebstoff bei Einsetzen des IC-Bau- 

der die AnschluBflachen fur die externe Kontaktierung steins in das Fenster verdrangt wird und dabei eventuell 

der Karte und die AnschluBkontakte des IC-Bausteins 25 vorhandene seitliche Spalten verschlieBt 
auf derselben Seite des entsprechenden Tragerelements Vorzugsweise wird darauf geachtet, daB der in Rich- 

angeordnet sind, wobei die elektrischen Verbindungen tung der AnschluBkontakte des IC-Bausteins verdrang- 

zwischen den die Kontakte des IC-Bausteins kontaktie- te Klebstoff die AnschluBkontakte nicht beruhrt Dies 

renden AnschluBfahnen und den entsprechenden An- wird vorzugsweise durch einen entsprechend gerichte- 

schluBflachen mittels gedruckter, auf dem Tragerele- 30 ten Druckluftstrom erreicht Der VorteU bei der Ver-. 

ment aufgebrachter Leiterbahnen realisiert sind. Die wendung von Klebstoff zum VerschlieBen auftretender 

Verbindung zwischen den eigentlichen AnschluBkon- Spalten besteht daruberhinaus darin, daB auch eventuell 

takten des IC-Bausteins und den mit den gedruckten bestehende HShenunterschiede zwischen den An- 

Leiterbahnen in Verbindung stehenden AnschluBfahnen schluBkontakten des IC-Bausteins und der Oberflache 

erfolgt entweder mittels Drahtverbindungen oder in di- 35 der Tragerschicht durch eine entsprechende Verteilung 

rekter Weise, in dem die AnschluBkontakte des IC-Bau- des Klebstoff es weich ausgeglichen werden konnea 
elements unmittelbar unterhalb der entsprechenden Weitere bevorzugte Ausgestaltungen sind Gegen- 

AnschluBfahnen angeordnet sind. stand der Unteranspruche. 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein Im folgenden wird eine bevorzugte Ausfuhrungsform 

Chipkartenmodulanzugeben,beidemdie AnschluBkon- 40 der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die 

takte eines IC-Bausteins in einfacherer und somit ko- beilicgendenZeichnungennahererlautert Dabei zeigen 

stengunstigerer Weise mit den AnschluBflachen verbun- die Zeichnungen im einzelnen: 

den werden konnea Fig. 1 einen Schnitt durch eine bevorzugte Ausftih- 

Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand des An- rungsform des erfmdungsgemaBen Chipkartenmoduls, 
spruches 1 sowie 7 geldst 45 Fig- 2 eine perspektivische Ansicht der AusfQhrungs- 

Da gemaB der vorliegenden Erfindung die Kontaktie- form gemaB Fig. 1, 
rung des IC-Bausteins mit den entsprechenden An- Fig. 3 einen Schnitt durch eine alternative Ausftih- 

schluflflachen nicht mehr mittels Bondier-Techniken er- rungsform des erfiridungsgemaBen Chipkartenmoduls, 

folgt, sondern mittels im Siebdruckverfahren hergestell- bei dem die Tragerschicht an den IC-Baustein ange- 

ter Leiterbahnen, kann die Kontaktierung des IC-Bau- 50 schrumpft ist, und 

steins in einem Arbeitsschritt gieichzeitig fiir alle Kon- Fig. 4 eine alternative Ausfuhrungsform des erfin- 

takte erfolgea wodurch sich die Bearbeitungszeit pro dungsgemaBen Chipkartenmoduls, bei dem der zwi- 

Chipkartenmodul und somit die StOckherstellungsko- schen dem IC-Baustein und der Tragerschicht verbiei- 

sten erheblich reduzieren lassea bende Spalt mit Klebstoff aufgefttllt wurde. 

Gegeniiber dem Erstellen der elektrischen Verbin- 55 Bei der in Fig. 1 gezeigten AusfOhrungsform des er- 

dungen zwischen den AnschluBkontakten des IC-Bau- findungsgemaBen Chipkartenmoduls 1, ist eine nichtlei- 

steins und den AnschluBflachen mittels Bondier-Techni- tende Tragerschicht 3 vorgesehen, in der eine Fenster- 

ken, bei denen jede einzelne Bondverbindung einen ei- dffnung 5 sowie eine Mehrzahl von Durchbruchen 6 

genen Arbeitsschritt erf ordert, ist es gemaB der erfin- ausgebildet sind. Auf der Unterseite der Tragerschicht 3 

dungsgemaBen Ldsung moglich, alle elektrischen Ver- 60 sind AnschluBflachen 4 vorgesehen, die in ihrer Lage 

bindungen fur den IC-Baustein gieichzeitig zu erstellen, jeweils mit einem der Durchbriiche bzw. Durchgangsld- 

wobei dies vorzugsweise gieichzeitig far eine Vielzahl cher 6 ubereinstimmea Die AnschluBflachen 4 kdnnen 

von Chipmodulen mit jeweils einer Vielzahl von Verbin- beispielsweise dadurch hergestelit werden, daB eine 

dungen erfolgt vormals zusammenhangende leitende Schicht, beispiels- 

Vorzugsweise wird auch der Teh* der elekttischen 65 weise durch Atzverfahren in entsprechende voneinan- 

Verbindung der sich innerhalb der Durchbriiche bzw. der unabhangige AnschluBflachen geteilt wird. 
Durchgangsl6cher zu den AnschluBflachen hin er- In die Fensteroffnung 5 ist ein IC-Baustein 2 einge- 

streckt, im Siebdruckverfahren hergestelit Hierzu wird setzt dessen AnschluBpunkte 7 Ober leitende Verbin- 
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dungen 8, 9 mit entsprechenden AnschluBflachen 4 ver- 
bunden sind 

Die Teile der leitenden Verbindungen, durch die die 
Verbindung durch die Durchbriiche hindurch herge- 
stellt wird, werden vorzugsweise dadurch erzeugt, daB 
eine elektrisch leitende Druckpaste mittels bekannter 
Siebdrucktechniken in die entsprechenden Durchbrii- 
che eingebracht wird Die weiteren Teile der elektri- 
schen Verbindungen von jeweils einem AnschluBkon- 
takt 7 2U einem Durcnbruch 6 werden mittels im Sieb- 
druckverfahren hergestellter Leiterbahnen realisiert 
Das Einbringen der Druckpaste zur Erzielung des Lei- 
tungsstQcks 8 und das Aufbringen der im Siebdruckver- 
fahren hergesteilten Leiterbahnen 9 erfolgt dabei vor- 
zugsweise in zeitlich kurzem Abstand, so daB beide Ver- 
bindungsabschnitte noch nicht ausgehartet sind und so- 
mit eine gute Verbindung rniteinander eingehen. 

Ersichtlicherweise erstrecken sich die im Siebdruck- 
verfahren hergesteilten Leiterbahnen bis zu den An- 
schluBkontakten 7 des IC-Bausteins. 

Um das Aufbringen der Leiterbahnen einfach be- 
werkstelligen zu konnen, liegen die AnschluBkontakte 
des IC-Bausteins vorzugsweise in einer Ebene mit der 
die Leiterbahnen tragenden Oberflache der Trager- 
schicht 3. 

Um dies zu erreichen, sollte die Starke der Trager- 
schicht 3 vorzugsweise im Bereich der Starke des IC- 
Bausteins liegen. Fiir den Fall, daB der IC-Baustein eine 
geringere Starke aufweist, kann die entstehende Hohen- 
differenz durch eine entsprechend dick gewahlte Kleb- 
stoffschicht auf der Unterseite des IC-Bausteins ausge- 
glichen werden. 

Auch kann das Fenster 5 nicht durchgehend ausge- 
fuhrt sein, so daB eine entsprechend dick bemessene 
Bodenschicht bestehen bleibt, die den zwischen dem 
IC-Baustein und der Tragerschicht bestehenden Star- 
kenunterschied ausgleicht 

Nach Fertigstellung der leitenden Verbindungen 8, 9 
wird der IC-Baustein mittels eines geeigneten GieBma- 
terials 10 vergossen. Da die Durchbriiche oder Durch- 
gangsldcher 6 vorzugsweise vollstandig mit leitender 
Druckpaste ausgeftiUt sind und keine empfindlichen 
Boddrahtchen verwendet werden, ist es nicht notwen- 
dig, auch diesen Teil des Chipkartenmoduls zu vergie- 
Ben. 

Fig. 2 zeigt die Ausfuhrungsform gemaB Fig. 1 in per- 
spektivischer Darstellung. Die auf der Unterseite der 
Tragerschicht 3 ausgebildeten AnschluBflachen 4 sind 
zum besseren Verstandnis auf der Oberseite der Trager- 
schicht 3 nochmals gestrichelt angedeutet Aus dieser 
Sicht sind die von den AnschluBkontakten 7 des IC-Bau- 
steins zu den Durchbrfichen 6 verlaufenden im Sieb- 
druckverfahren hergesteilten Verbindungsabschnitte 9 
deutlich zu erkennen. Ober diese Leitungsabschnitte 
und die durch die Durchbriiche fuhrenden Leitungsab- 
schnitte werden die AnschluBkontakte 7 des IC-Bau- 
steins mit den AnschluBflachen 4 verbunden. 

Selbstverstandlich ist die vorliegende Erfindung auch 
fur solche Chipkarten geeignet, bei denen die AnschluB- 
flachen auf der gieichen Seite wie die AnschluBkontakte 
des IC-Bausteins liegen, wie dies bei der in der oben 
erwahnten EP-B- 0 343 030 beschriebenen Chipkarte 
der Fall ist Auch fur diesen Chipkartentyp ist die erfin- 
dungsgemafle L6sung geeignet, da auch hier das Pro- 
blem auf tritt, die einzelnen AnschluBkontakte des IC- 
Bausteins in mdglichst einfacher Weise mit davon ent- 
fernt liegenden AnschluBflachen zu verbinden. Auch ist 
die vorliegende Erfindung nicht auf die Herstellung von 



Chipkartenmodulen beschrankt, sondern kann uberall 
dort eingesetzt werden, wo es erforderlich ist, in einfa- 
cher Weise eine Vielzahl von IC- AnschluBkontakten mit 
davon entfernt liegenden AnschluBflachen zu verbin- 
5 den. 

Fig. 3 zeigt eine Moglichkeit, wie ein aufgrund von 
Toleranzschwankungen auftretender seitlicher Spalt 
zwischen IC-Baustein 2 und Tragerschicht 3 geschlossen 
werden kann. Dazu ist die Tragerschicht 3 vorzugsweise 
io aus einem thermoplastischen Material gefertigt, wel- 
ches sich unter WarmeeinfluB an den IC-Baustein 2 an- 
schrumpft und somit den nach dem Einsetzen des IC- 
Bausteins 2 noch vorhandenen Spalt verschlieBt 

Bei dieser Ausfuhrungsform wird ein zum Festkleben 
15 des IC-Bausteins verwendeter Klebstoff 11 mengenma- 
Big so bemessen, daB er beim Einsetzen des IC-Bau- 
steins in die Fensteroffnung 5 in die seitlichen Spaiten 
entweicht, wodurch der Spalt ebenfalls geschlossen 
wird 

20 Um zu vermeiden, daB der nach oben verdrangte 
Klebstoff die AnschluBkontakte 7 des IC-Bausteins 
ttberdeckt, wird vorzugsweise ein Druckluftstrom 12 
vorgesehen, der den nach dem aufquillenden Klebstoff 
von den AnschluBkontakten 7 fernhalt. 

25 Die Ldsung, den Spalt mittels Klebstoff zu verschlie- 
Ben, bietet zusatzlich den Vorteil, daB ein eventuell vor- 
handener Hdhenunterschied zwischen den AnschluB- 
kontakten 7 des IC-Bausteins und der Oberflache der 
Tragerschicht 3 auf der die Leiterbahnen verlaufen, 

30 weich ausgeglichen werden kann, so daB die Leiterbah- 
nen nach Herstellung von den AnschluBkontakten 7 
fiber die den Obergang ebnende Klebstoffschicht und 
fiber die Oberflache der Tragerschicht 3 zu den Durch- 
briichen 6 hin verlaufen. 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Herstellen eines Chipkartenmo- 
duls mit folgenden Schritten: 

Verwenden einer mit einer Fenstertiffnung sowie 
Durchbriichen versehenen nichtleitenden Trager- 
schicht, die auf einer Seite mit einzelnen leitenden 
AnschluBflachen versehen ist, 
Einbringen eines IC-Bausteins in die Fenster6ff- 
nung, 

elektrisches Verbinden der AnschluBkontakte des 
IC-Bausteins mit den AnschluBflachen, wobei jede 
der elektrischen Verbindungen jeweils durch einen 
der Durchbriiche geffihrt wird, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die elektrischen Verbindungen zu- 
mindest von den AnschluBkontakten des IC-Bau- 
steins bis zu den Durchbriichen vollstandig im Sieb- 
druckverf ahren hergestellt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Durchbriiche jeweils mit einer 
elektrisch ieitfahigen Druckpaste geffillt werden 
und die so geschaffene Leiter anschlieBend mit den 
im Siebdruckverfahren hergesteilten Leiterbahnen 
zwischen den AnschluBkontakten des IC-Bausteins 
und den Durchbriichen verbunden werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Einbringen der elektrischen 
Druckpaste in die Durchbrflche und das Aufbrin- 
gen der zu den AnschluBkontakten des IC-Bau- 
steins f ilhrenden Leiterbahnen zeitlich kurz hinter- 
einander ausgefUhrt wird, so daB sich die jeweils 
zusammengehdrigen Verbindungsabschnitte im 
noch nicht ausgeharteten Zustand rniteinander ver- 
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binden. 

4. Verfahren nach sinem der vorhergehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeichnet, dafi die nichtlei- 
tende Tragerschicht aus einem unter Warmeein- 
wirkung schrumpfenden Material besteht und nach 5 
dem Einbringen des IC-Bausteins in die Fensterdff- 
nung erwarmt wird, so daft sich die nichtleitende 
Tragerschicht an den iC-Baustein anschrumpft 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB ein den IC- 10 
Baustein im Fenster haltender Klebstoff mengen- 
maBig so bemessen wird, daB der Klebstoff beim 
Einbringen des IC-Bausteins in die FensterSffnung 
einen zwischen dem IC-Baustein und der Trager- 
schicht verbleibenden seitlichen Spalt verschlieBt. 15 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der beim Einbringen des IC-Bausteins 
in den Spalt entweichende Klebstoff mittels eines 
Druckluftstromes von den AnschluBkontakten des 
IC-Bausteins ferngehalten wird. 20 

7. Chipkartenmodul mit : 

einer nichtleitenden Tragerschicht, die eine Fen- 
sterdffnung sowie Durchbruche aufweist, 
einer leitenden in einzelne AnschluBflachen unter- 
teilten Schicht, die mit einer Seite der nichtleiten- 25 
den Tragerschicht verbunden ist, wobei jeder 
Durchbruch auf eine der AnschluBflachen zuf Qhrt, 
einem IC-Baustein, der in die Fensterdffnung ein- 
gesetzt ist und dessen AnschluBkontakte iiber elek- 
trische Leiter mit den AnschluBflachen durch die 30 
einzelnen Durchbrtlche hindurch verbunden sind, 
dadurch gekennzeichnet, daB zumindest die von 
den AnschluBkontakten des IC-Bausteins zu den 
Durchbruchen fuhrenden Teile der elektrischen 
Leiter im Siebdruckverfahren hergestellte Leiter- 35 
bahnen sind. 

8. Chipkartenmodul nach Anspruch 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Dicke der Tragerschicht so 
bemessen ist, daB eine die AnschluBkontakte tra- 
gende Oberflache des IC-Bausteins in etwa in der 40 
Ebene der die Leiterbahnen tragenden Oberflache 
der Tragerschicht liegt. 

9. Chipkartenmodul nach Anspruch 7 oder 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB die durch die Durchbru- 
che zu den AnschluBflachen fuhrenden Teile der 45 
elektrischen Leiter aus einer elektrischen leitfahi- 
gen und aushartenden Paste bestehen. 

10. Chipkartenmodul nach einem der Ansprttche 7 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB die Trager- 
schicht aus einem thermoplastischen Werkstoff be- 50 
stent, der an den IC-Baustein angeschrumpft ist 

1 1. Chipkartenmodul nach einem der Ansprucbe 7 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB ein zwischen 
dem IC-Baustein und der Tragerschicht bestehen- 
der seitlicher Spalt mit Klebstoff ausgefulh ist und 55 
die siebgedruckten Leiterbahnen von den An- 
schluBkontakten des IC-Bausteins fiber den Kleb- 
stoff und die Oberflache der Tragerschicht zu den 
Durchbriichen veriauf en. 

12. Chipkarte mit einem Chipkartenmodul gemaB 60 
einem der Ansprfiche 7 bis 1 1. 
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